《硅、锗单晶电阻率测定方法 方法1：直排四探法  方法2：直流两探针法》送审稿反馈意见处理汇总表

	序号
	章/节/条款
	    意      见       内      容 
	提   出   单   位
	处理结果
	备       注 

	01
	方法101中

3.1和3.2条
	 样品制备中指定的磨砂粒径是否合适，3.1条和3.2条是否有冲突，圆片和块状样品的制备要求是否不同。
	有研半导体材料股份有限公司
	采  纳
	征求意见稿

	02
	 
	 为指导硅、锗材料生产应用单位使用好该标准，建议对该方法的干扰因素分析描述的清楚、详细些。
	洛阳单晶硅有限责任公司
	采  纳
	征求意见稿

	03
	方法101中

2.1.4
	 据ASTM F3746.7中规定“做仲裁测量之用的四探针，其额定间距为1.59mm;其它标称间距如1.00mm和0.6mm用于非仲裁测量”，随着我国单晶尺寸的增大，建议与国际标准规定一致，用于仲裁测量的探针间距标称值为1.59mm。
	 广州市昆德科技有限公司
	采  纳
	征求意见稿

	04
	方法102中

2.4.1—2.4.4条 
	 2.4.1—2.4.5条所列举的欧姆接触材料使用不便，经多家单位使用验证导电橡胶做两探针法端面接触材料，方便有效，因此建议在2.4条中加上导电橡胶。
	广州市昆德科技有限公司
	采  纳
	征求意见稿

	05
	方法102中

4.6条
	在该项中“%”前漏数字，请补上。 


	广州市昆德科技有限公司
	采  纳
	征求意见稿

	06
	
	标准题目不明确,需要修改。
	南京国盛电子有限公司
	采  纳
	讨论稿

	07
	
	环境要求，温度改为23℃(1℃。
	南京国盛电子有限公司
	采  纳
	讨论稿

	08
	
	干扰因素，加入温度影响。
	南京国盛电子有限公司
	采  纳
	讨论稿

	09
	章/节/条款
	用欧姆表测量试样与散热器间电阻，以保证两者是电绝缘的（>109(）
	南京国盛电子有限公司
	采  纳
	讨论稿

	序号
	章/节/条款
	    意      见       内      容 
	提   出   单   位
	处理结果
	备       注 

	10
	方法101中2.4条
	散热器安放应能使探针尖端阵列中心在试样中心的1mm以内。


	宁波立立电子股份有限

公司
	采  纳
	讨论稿

	11
	
	干扰因素，加入厚度影响。
	洛阳单晶硅有限公司
	采  纳
	讨论稿


注释：

在2007年9月举办的“半导体材料国行标”的预审会上，该标准征求了宁波立立电子股份有限公司、有研半导体材料股份有限公司、南京国盛电子有限公司等17家单位的意见，我们依据参会代表提出的意见对该标准进行了修改。
